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科学技術イノベーションは、経済成長の原動力、活力の源泉であり、社会の在り方を飛躍的に

変え、社会のパラダイムシフトを引き起こす力を持つ。しかしながら、我が国の科学技術イノベ

ーションの地位は、総じて相対的に低下しており、厳しい状況に追い込まれている。 

「戦略的イノベーション創造プログラム」（SIP）は、総合科学技術・イノベーション会議が自

らの司令塔機能を発揮して、府省の枠や旧来の分野の枠を超えたマネジメントに主導的な役割を

果たすことを通じ、科学技術イノベーションを実現するための国家プロジェクトである。SIP で

は、国民にとって真に重要な課題の解決を図るとともに、基礎研究から実用化・事業化までを見

据え一気通貫で研究開発を推進することを通じて科学技術イノベーションの実現を目指している。

「次世代パワーエレクトロニクス」は、SIP で研究開発を進める全 10課題の中の一つであり、Si

パワーデバイスをベースとした従来のパワーエレクトロニクス技術では到達できない大幅な省エ

ネルギーを実現することに加え、日本の産業競争力強化を進めることを目的としている。 

パワーエレクトロニクスは、電気エネルギーの発生・輸送・消費を効率的に行う上でのキーテ

クノロジーであり、適用する機器等の高性能化や省エネルギー化に大きく貢献するが、Si パワー

デバイスの高性能化も限界に近づいており、これ以上の大幅な省エネ効果は困難になりつつある。

一方、SiCや GaNに代表されるワイドギャップ半導体は、その優れた物理特性により Siと比較し

て大幅に損失を低減できる可能性があるため、次世代パワーデバイス用半導体材料として期待さ

れており、SiC ではいくつかの分野で既に実用化が進んでいる。但し、これら次世代パワーデバ

イスを駆動するための制御・回路技術は基本的に Siで活用されてきた技術を踏襲しており、高速

駆動時のサージ電圧、リンギング等の問題が顕在化している。また、次世代パワーデバイスに適

した新たな回路トポロジー等の検討も十分ではない。SIP では、次世代パワーデバイスの性能を

十分引き出すための回路や制御技術、システム実装技術（使いこなし技術」等の次世代パワーモ

ジュールの応用技術開発を推進するとともに、既に実用化のフェーズに入っている SiC パワーデ

バイスの高耐圧化、小型化、低損失化、信頼性向上等、更なる普及拡大を目指した研究開発、縦

型 GaNパワーデバイスの実現可能性を見極めるためのウェハ、デバイスの要素技術開発、更には

10～20年後を見据えた新材料半導体（酸化ガリウム、ダイヤモンド）技術、新プロセス・評価技

術、新回路技術開発を課題として研究開発を進める。 
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